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九大教養 中 山 正 敏
MOS構造の半導体 (例えば si)中の電子構造は,通常有効質量近似によって計算
される｡酸化物 (例えば SiO2)との界面の影響は,界面近 くのポテンシャルが原子的
尺度で Si内部のポテンシャルから外れている事 を考えると, Si内部から入射 した
Bloch波の散乱として扱かうことができる｡ Sham-Nakayama [Phys.Rev.B20(1979)












際会議報告｣第 2回 (Surf.Sci.,vo173,1978),第3回 (workbook,1979)を参照の
こと]Oより現実的な模型にもとづいた,立入った計算が望まれる｡
13･半導体表面の電子状態に対する表面緩和効果




















原子層が 0.26A ばか り内側- relaxした表面,及び完全に relaxした表面 (Ga原子
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